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第 1 章では，まずCVD ダイヤモンドの歴史，形成機構及び、評価方法について述べ，次に，既報の低温合成ダイヤモン
ド、の研究について紹介している。その上で， CVD ダイヤモンドの低温合成を研究する必要性と意義を述べ，本研究の
目的を示している。
第 2章では，試料作成に用いた有磁場マイクロ波フ。ラズマ CVD 法の原理と特長について述べ，ダイヤモンドの低温
合成に本方法を用いる意義を示している。
第 3章では，様々な反応ガスからダイヤモンドを合成することにより，反応ガス中の構成元素の役割と低温合成に与

























(1) 有磁場マイクロ波プラズマ CVD 法を用いた三種類のアルコール原料で同一の表面形状を有するダイヤモンド薄
膜を作製することによりダイヤモンド薄膜の作製条件が原料ガスに依らず反応ガス中の炭素と水素の比に依存する
ことを明らかにしている。また，得られた薄膜のXPS スペクトルによる Cls スペクトルの半値幅がC/H 比に比
例することを見いだし膜質の定量的評価法提案している。
(2) CH30H と希ガス (He， Ar) の混合ガスから平均結晶子サイズ60A の微結晶ダイヤモンド薄膜を作製した。ま
た，希ガスを用いることで成膜速度を水素希釈の場合の 2-5倍に上げることができることを明らかにしている。
(3) 500 oC以下の低温合成では酸素を反応ガ、スの 20%添加しでもダイヤモンド成膜が可能であることを示し，添加
量に従ってダイヤモンド薄膜に含有する酸素量が増加することを明らかにしている。
(4) 基板冷却法によって基板温度 200 0Cでのダイヤモンド薄膜の作製に初めて成功している o
(5) 基盤温度 150 0C以下ではポリマーが高速 (5-6μm/h) で成長し，ダイヤモンド薄膜の成長を阻害すること
を明らかにしている。
(6) 平均粒径5nmの超微粒子ダイヤモンドを種結晶として用いることにより，基板温度 200 0Cにおいて初めて明確
な自形面をもっダイヤモンド薄膜の合成に成功し種付け処理がダイヤモンドの低温合成に非常に有利であること
を明らかにしている。
(7) 種付け処理法では核発生時間を短縮することが可能であることを明らかにしている。
(8) 基板温度260 0Cで高分子フィルム上へのダイヤモンド薄膜の作製に初めて成功している。これは，低融点基板
へのダイヤモンドコーティングの応用上，非常に重要な技術である。
以上にように，本論文は，従来のマイクロ波気相成法によるダイヤモンド薄膜では基板温度が 1000 0C近くの高温成
長しかなし得なかったものを有磁場法により 200 0C以下にまで成長温度を大幅に下げることに成功し，このダイヤモ
ンド薄膜の工学的応用を多くの分野にまで拡大し得ることを示した。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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